Short –Channel Effects
· Θεωρητικος Υπολογισμος του Threshold Voltage (σελ.119-123,Κang)
Ενα MOSFET μπορει να θεωρηθει  Short Channel Device αν το μηκος του ενεργου καναλιου (Leff) ειναι περιπου ισο με το βαθος των περιοχων διαχυσης

Drain – Source.

Μεχρι τωρα ο υπολογισμος του Vth προεκυπτε χρησιμοποιωντας το Long channel Device.Στη περιπτωση αυτη θεωρουσαμε οτι η δημιουργια του καναλιου οφειλοταν μονο στην ταση που εφαρμοζαμε στον ακροδεκτη της πυλης (Gate).Οι περιοχες αραιωσης κατω απο τις Drain και Source διαχυσεις δεν συμμετειχαν στον υπολογισμο του Vth.
Χρησιμοποιωντας το Short Channel Device  λαμβανουμε υποψιν το φορτιο αραιωσης που οφειλεται στις drain και source pn-junctions.Επομενως,σκεφτομενοι απλα κ λογικα ,επειδη το πλευρικο φορτιο δεν προερχεται απο την Vgate αλλα απο τις παραπανω περιοχες που ανεφερα, αναμενουμε (προβλεπουμε) οτι η ταση πυλης που  χρειαζομαστε για την προσθετη συγκεντρωση αρνητικου φορτιου (=>σχηματισμος καναλιου) θα ειναι μικροτερη απο την αντιστοιχη του  Long channel Device.
Επομένως έχουμε ότι: 
VTo(short channel)= VTo – ΔVTo  => ΔVTo= VTo - VTo(short channel) =
ΦGC - 2ΦF - 
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ΔVTo=
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Oμως:
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 EMBED Equation.3  [image: image9.wmf]F
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 (b),αφου θελουμε επιφανειακο φορτιο!!!!!!!
Αφου λυσουμε την εξισωση 
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 ως προς ΔLD και ΔLS,θα τα αντικαταστησουμε στην σχεση  (b) και μετα την νεα σχεση θα την αντικαταστησουμε στην (a).
Κανοντας πραξεις θα προκυψει η σχεση:
 ΔVTo=
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Οπου: 
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και το ΔVTo εκφραζει τη μειωση (διαφορα) του φορτιου μεταξυ της ορθογωνιας περιοχης (Long channel Device) και τραπεζoειδης περιοχη αραιωσης!!!!!!!
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